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Description

L’objectif de ce travail est la conception et la réalisation de transistors a effet de champ (TEC)
sur substrat InP pour "amplification de puissance en bande W. Le but est d’étudier les
potentialités en puissance de différents TEC dans la filiere InP a 94 GHz. La montée en
fréquence requiert la diminution des dimensions du composant, ce qui est assurément
défavorable a une bonne tenue en tension. Notre défi était de tenter d’élaborer des transistors
capables de fonctionner a cette fréquence et possédant une tension de claquage €levée. Une
structure a canal InAsP délivrant une fréquence de coupure de 140 GHz, une fréquence
maximum d’oscillation de 430 GHz et un gain maximum disponible a 94 GHz de 13 dB avec
une grille de 70 nm nous a permis d’atteindre 1’état de ’art mondial en puissance a 94 GHz des
HEMTs sur substrat InP.
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Orienté vers la conception de nouveaux algorithmes, le théme MOTIVE .. sur le flux 2D ou 3D
d'orientation pour le suivi de structures linéiques ou sur le champ.

L'élément de base de ces systemes, le transistor, établit largement la . comme la plus
prometteuse pour I'amplification de puissance en bande Ka et W au vu de . 60 3.3 Réalisation
et mod¢lisation d'inductances spirales . . 69 3.3.5 Mod¢lisation des pertes dans le substrat. ...
146 5.4.2 Mesures et simulations a 94 GHz .

la volonté pour réaliser ce travail. .. [-2-3- Transistor a effet de champ a grille isolée
(MOSFET) ... .. Figure I-1- Evolutions de I'énergie de bande interdite et du parametre .. pour
la structure DM GaN MESFET a 300 et 500K pour différentes .. sur un substrat binaire comme
GaAs ou InP. ... (4H-SiC) datent de 1994 [20].

Active Bridge converter for a power RF amplifier (250 W DC). . Heterostructure Field Effect
Transistor (transistor a effet de champ a hétérostructure). ISPS.

Theme n°1 : Le transistor a haute mobilit¢ HEMT GaN. 20 .. aux différentes techniques de
conception, de réalisation technologique et de . composants a base de matériaux
semiconducteurs nitrures a large bande . a effet de champ pour des applications en
amplification de puissance ... délivrant 1.5 W/mm a 94 GHz.

2 avr. 2014 . La fabrication du guide d'onde intégré au substrat implique un ... 4.3.1
Amplificateur a faible bruit . .. Figure 2-2 : Champs simulés a la fréquence de 34 GHz de la
cavité .. Pour la réalisation de ce type de radiometre des bandes de ... I'on trouve dans les
diodes, les transistors bipolaires et au niveau.

bande au dessus de 300 GHz est compl etement non allouée [Fitch et . pour développer des
sources THz avec une bonne puissance viennent donc de la . d'un transistor “a effet de champ
au dessous d'environ 100 nm. .. de référence on obtient [Gonzalez, 1994] : k' .. sur un substrat
binaire comme GaAs ou InP.

29 sept. 2011 . Paul Sabatier et au laboratoire LAAS-CNRS pour avoir accepté de . Je remercie
aussi Messieurs Skandar BASROUR Professeur au TIMA, INP Grenoble .. En effet, a partir
d'un dispositif MEMS constitué par une capacité variable dont ... La tension de sortie de
l'ensemble (diode Zener — transistor).

InP/InGaAs pour applications hyperfréquences. II-1. .. Le premier effet tend a augmenter la
bande interdite optique, le deuxiéme a la ... partie droite représente la puissance regue du
champ électrique durant le .. 1 « Ce qui a toujours été le principal goulet d'étranglement dans
la conception des transistors bipolaires. ».

Conception et réalisation de transistors a effet de champ a 94 ghz. transistor sur substrat inp
pour amplification de puissance en bande w. No Thumbnail.

20 déc. 2012 . fonctionnement jusqu'aux fréquences millimétriques (77 GHz pour le ..
Transistor), les JFET (Junction Field Effect Transistor) et les HEMT (High ... Dans l'article [51]
un amplificateur a faible bruit en bande W (LNA) a ... [37] R. Hajj,"Conception et réalisation
de fonction de filtrage dans les domaines.

Conception et réalisation de transistors a effet de champ a 94 GHz. Transistors sur substrat InP
pour amplification de puissance en bande W. Electronics.



17 avr. 2010 . Suite a la premicre démonstration d'un effet laser par Theodore Maiman ..
transistor, il peut étre considéré comme une des réussites majeures . CNRS en 1994. . faisceau
et la puissance des lasers sont également mises a profit dans la manipulation des atomes pour
réaliser les interférometres.

de transistors a effet de champ GaN pour 'amplification .. Les transistors HBTs a base de InP.
... Figure 3 : valeur de la bande interdite du Si, Ge, et de I'AsGas en fonction de la ...
AlGaN/GaN sur substrat SiC pour une méme puissance dissipée (=0 W) ... QQ0104C @ Fo =
10 GHz pour une polarisation en classe AB.

21 sept. 2006 . qu'ils ont manifestée en me confiant cette étude et aussi pour les .. des lignes de
transmission Non uniformes (LNUT)..................... 94 . V.2 Application dans le cas d'un
amplificateur de puissance . V.3 Utilisation des LNUT dans le circuit de polarisation du
transistor ........... .. I'épaisseur du substrat.

4.4 (a) Caractéristique courant-puissance d'un laser a boites quantiques .. Lecon no 5 :
Dispositifs a effet de champ (JFET, MOSFET, HEMT, MESFET, mémoires, . enseignement en
salle blanche consiste a réaliser un transistor MOS a canal ... quantiques sur substrat InP pour
les télécommunications optiques", Institut.

4 sept. 1999 . Informatique : Votre PC et I'an 2000. « Réalisation : RX trés haut débit. 1,2 GHz
... Cet article décrit un amplificateur linéaire de puissance utili- sant un . bande de fréquences
couvrant de 2 a 150 MHz. Amplificateur linéaire de 300 W HF .. que les cotes de planéité pour
le contact transistor / radia- teur.].

5 mars 2012 . de puissance agile pour les bandes de fréquences 1.7 GHz, 1.8 GHz, 1.9 GHz et
... 4.4 Dimensionnement du transistor et polarisation du PA .

4.2. Amplificateur moyenne puissance. 94. 5. Source de bruit de calibrage. 94. 5.1. .. intitulée
«Conception et réalisation d'un systeme radiométrique d'imagerie .. pour un temps
d'intégration de 0,1 ms avec un champ de vision de 20°x 20° et un taux .. 94 GHz se trouve en
effet une bande de fréquences réservée a cette.

3.3.1 Conception et réalisation d'un réseau des OCTs différentiels couplés au moyen .. post-
layout pour un réseau compos¢ de deux OCTs couplés au moyen de transistors PMOS . ...
champ lointain est appelée diagramme de rayonnement d'une antenne. .. Bande des 5,8 GHz
pour liaisons montante et descendante.

[.5 Les substrats adéquats pour le GaN hexagonale. 25. 1.5.1 Le saphir . I1.2 Les transistors a
effet de champ (FETs) a base de GaN. 30. 11.2.1 Le transistor.

15 avr. 2015 . linéaires "a 60 GHz en technologies CMOS nanométriques .. CONCEPTION
D'UN AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE ... Figure 1I-2 : Impact de I'effet de peau . .. Figure
I1-22 : Fuite du champ électrique dans le substrat pour les .. 94. Figure III-2 : Comportement
de la PAE d'un transistor en classe A, AB.

7 nov. 2001 . la conception d'un amplificateur transimpédance, pour la réalisation d'un ...
Figure 4.16 L'effet de la résistance Rf sur le gain et la bande passante . . (Metal Semiconductor
Field Effect Transistor) Transistor a effet de champ. ... filieres !nP/GainAs et AllnAs/GalnAs,
sur substrat InP, permettent .. Page 94.

20 oct. 2017 . sont intégrés sur des substrats flexibles. .. conception de circuits intégrés non-
volatils » du laboratoire CEA . la bande Ka visée (autour de 28 GHz), les PA et LNA devront
... les performances des transistors pour les prochaines générations .. champ électrique propre
a la plasmonique pour amplifier le.

7 sept. 2012 . SSB, amplification RF, électronique... . PHOtonique et Transmission optique
pour les applications CAPteur . Conception et réalisation de composants €lectro-optiques

polymeres .. puits et 1lots quantiques sur substrat InP, GaP ou Si. .. signaux radio ultra large
bande (3-10 GHz and 57-64 GHz) sur fibre.



Chapitre II: Flot de conception des systeémes mixtes et RF et modélisation .. numériques et au
niveau transistor pour les parties analogiques. L'intérét de ce.

1 févr. 1999 . Perennec pour avoir accepté d'étre membres du jury de ma these. .. Conception
et réalisation d'un prototype de doubleur de fréquences a ... amplificateur .. teurs de
fréquences de grande efficacité pour atteindre la bande W (75- . térostructures réalisées sur
substrat InP : 100 mW a 93 GHz [Rahal 95].

fréquence de réception pour un radar automobile en bande W assurant des .. 1.2.2 94 GHz
pour I'imagerie . . 1.3.3 Amplificateurs de puissance . . Transistors MOS froids appliqués au
mélange aux fréquences .. 3.4.4 Conception de I'amplificateur transimpédance placé sur la voie
FI...... L'élaboration du substrat.

1 janv. 2005 . contribution pour la réalisation et la mesures des antennes développées. .. Calcul
du champ électrique total dans la direction 0, ¢. .. En effet, travailler en bande millimétrique, a
fortiori a 94 GHz, .. [4] H.J. Song, M. E. Bialkowski, “Transmit Array of Transistor Amplifier
[lluminated by a Patch Array in the.

1 janv. 2009 . site Internet du CNRS et chacun pourra y aller pour le consulter. .. Instituts :
INST2I et INP. .. Référence : Cellules logiques reconfigurables a base de transistors .. réaliser
cet effet des diaphragmes sont judicieusement positionnés .. Elle sert I'imagerie d'un objet en
champ proche et son procédé de.

localis¢ (diode ou transistor) ; un second type plus prometteur aujourd'hui basé . tripleur de
fréquence 20 GHz — 60 GHz a partir de diodes de type . Varactors" (HBV) sur substrat InP. ...
Transistor a effet de champ (250 GHz) . amplificateur FI .. Les parametres utiles pour la
conception de la ligne de transmission non-.

transistor GaN et le packaging associé pour des applications de forte puissance jusqu'en bande
Ka (40 GHz). COMMENT ? Les développements réalisés.

29 oct. 2009 . Phénomene de polarisation diclectrique et effet piézoélectrique : . . 94. IV.5.
Etude de la vitesse acoustique de I'AIN sous champ .. Introduction : La solution BAW pour le
filtrage de puissance RF .. transistors a fréquences de transition élevées et la compensation des
... utiliser un empilement W/Si02.

24 nov. 2008 . pour 'optique, pour I'électronique de puissance et pour 1'électronique . les plus
répandus pour les applications a haute fréquence telles que la conception de systemes . Des
réalisations de transistors AlIGaN/GaN [3][4], ou mixtes GaN/SiC .. transistors a effet de champ
MESFET et HEMT sont publiées de.

1 juin 2002 . et circuits pour I'Electronique, 1'Optoélectronique et la Photonique. . Conception
de Systémes Electroniques et Photoniques .. d'InAs/InP/InP placés dans un microdisque
(puissance de .. transistors a effet de champ organiques (OFET ou OTFT). .. une bande
passante a —3dB supérieure a 20 GHz.

1) Définition. On appelle micro-onde (microwave en anglais) ou hyperfréquence la bande de .
Bande W de 56 a 100. Tableau 2 : Bandes de fréquences micro-ondes . La technologie planaire
consiste a graver les éléments de circuits sur un substrat .. Le Transistor a effet de champ est
un dispositif unipolaire ou seuls.

la linéarité dans la bande passante. . La conception de ce systéme nécessite une technologie
adaptée aux besoins . technologies SOI et silicium massif pour les transistors a effet de champ
. Cet amplificateur doit satisfaire a des contraintes de gain, de puissance de . Sa fréquence de
travail se situait autour de 94 GHz.

62 3.2. Effet de substrat flottant et réduction de la consommation . . 94 2.2. Influence de
parametres géométriques sur les performances a 1'état passant . ... Les défis a relever pour la
réalisation de transistors de puissance sur SOI concluront le chapitre. ... Si le champ critique
est atteint, ce phénomene pourra s'amplifier.



Professeur, Grenoble-INP, Présidente .. Transistor Métal-Oxyde-Semiconducteur a effet de
champ (Field Effect MOS . Amplificateur de puissance (Power Amplifier) . Tension de bande
plate. W. Largeur du transistor (dimension transverse au ... I'hybridation du substrat pour la
réalisation de MOS haute tension avec un.

les diodes PN, schottky et IMPATT, les transistors a effet de champ, MESFET et HEMT et les .
conception de composants et de circuits intégrés plus délicate a des . thermiques qui en font de
bons candidats pour I'électronique de puissance a tres ... Cette technologie, utilisée ¢galement
sur substrat InP, permet de réaliser.

L'objectif de ce travail est la conception et la réalisation de transistors a effet de champ (TEC)
sur substrat InP pour I'amplification de puissance en bande W. Le.

IT — LE TRANSISTOR A EFFET DE CHAMP MESFET GaAs... .. contestée. Ses possibilités
pour l'amplification de puissance rendent possible le remplacement.

intégrés a base de transistors a effet de champ est trés €élevée. . Pour I'amplification de
puissance hyperfréquence, le HEMT pseudomorphique. (PHEMT) sur.

22 oct. 2009 . pour les capteurs d'images CMOS a pixels actifs .. 4.1.6 Extrapolation pour les
transistors du pixel . . 5.3.2 Singularité de la conception 3D . ... Deux substrats SOI sont en
effet utilisés dans la fabrication, pour I'illumination par ... des sources de chaleur comme
'amplificateur de puissance, .. Page 94.

. pour l'amplification de puissance hyperfréquence des transistors a effet de champ des .
transistors a effet de champ a hétérojonction sur substrat d'InP pour circuits intégrés .. globale
des TBH GalnP/GaAs pour applications de puissance en bande X . sur InP pour la conception
d'amplificateurs de puissance a 60 GHz.

En effet, toute non linéarité¢ engendre des produits d'intermodulation qui perturbent . nir le
rendement en puissance d'un amplificateur de puissance (PA) RF, ... B. Conception du PA . .
B.4 Réalisation des réseaux d'adaptation d'entrée et de sortie ... propres a loi exponentielle
(pour un transistor bipolaire). .. Page 94.

3 oct. 2004 . générique, portable et synthétisable pour étre implantée dans un. FPGA. ... 2.4
GHz, de fixer une bande passante inférieure ‘a 60MHz, . proche permet en effet de réaliser des
circuits compacts ... [3] J. Henkel, W. Wolf, and S. Chakradhar. . proposons un mod¢le de
transistor MOS a dopage de substrat.

01 57 27 62 94 ... Participation a la conception de la ligne de Diffraction de Surface (SixS)
aupres du centre ... transistors a effet de champs a été mise en évidencel 1. « I'effet . sous
bandes pour la réalisation de dispositifs a cascades quantiques. .. Nous avons utilis€ ces
substrats optimisés pour amplifier le signal de.

faite pour des transistors pseudomorphiques a hétérojonction (pHEMT ou . transistor") de la
technologie GaAs et InP ayant une grille de largeur 200 um et . bande. Grace au
développement du PHEMT, I'amplificateur de puissance .. PHEMT sur substrat GaAs : S21=2
dB, Gmax = 13,. NFmin = 0.198 dB et fc = 8.6 GHz. w.

a la conception de nouveaux matériaux : par exemple, des catalyseurs, des . longues et
coliteuses, et les endroits pour les réaliser sont rares. Enfin, il faut.

23 sept. 2014 . de fréquence de réception pour un radar automobile en bande W assurant des
communica- .. filiéres silicium et les performances atteintes par les transistors, . amplificateurs
faible bruit, des amplificateurs de puissance, des ... La bande des 94 GHz est en particulier
utilisée pour la conception de radar.

13 mai 2016 . a effet tunnel et donc de la micro/nanoélectronique. . Pour ces JNRDM 2016
organisées pour la 3¢me fois a Toulouse (1998, . 4.1.3 Conception, réalisation et
caractérisation d'un patch . 4.2.4 Transistors HEMT normally-off, normally-on compatibles de
la . sistors a grande bande interdite AlIGaN / GaN .



01 Chapitre I Du transistor a homojonction Si au transistor a hétérojonction .. de
fonctionnement Pour laquelle le gain en puissance du transistor vaut 1) Hh21 . saturation W
WB Epaisseur de la base neutre WE Epaisseur de I'émetteur. ... En revanche, en polarisation
inverse, l'effet tunnel peut se réaliser bande a bande.

16 11.2.3 Le transistor a effet de champ a hétérojonction. ... 101 II1.2 Caractérisation en
puissance pulsée pour la validation des mode¢les électrothermiques. ... ont pu étre atteintes du
fait de I'utilisation de matériaux comme I'InGaAs sur substrat InP. .. bande étroite HEMT GaN
Dispositif testé Fréquence Puissance MAX (W).

Développement de composants SIW dans la bande 3 d'ALMA (84-116 ghz) et ... 2.4.2 Critre
pour le choix de la largeur "W" d'un guide SIW . . . .. 94.2.4.3 Les ... Figure 1.21: Coude SIIG
de 90 sur substrat d'alumine et champs lectriques .. Il est compos de 3 tages d'amplification (
partir de transistors HRL HEMT InP),.

23 mai 2016 . Projet de conception et de réalisation systéme. E. KERHERVE .. statique. -Le
transistor a effet de champ: Linéarisation des caractéristiques.

fonctions, notamment entre les fonctions d'amplification de puissance et les fonctions de .
phototransistors a hétérojonction en InP/InGaAs étudiés dans la méme équipe [4], .. ce sens
que cette idée de réaliser des transistors bipolaires SiGe, qui .. notamment le cas pour certains
transistors a effet de champ ou I'effet de.

Poitiers et ENSMA, FR 2862, a eu pour ambition ... un film de Cu sur un substrat de W et
nécessitent en . laboratoire Phymat (UMR 6630) de 1'Institut INP (ex .. ont été, et sont, la
conception et la réalisation du ... aussi responsable d'une forte amplification du champ ..
transistors a effet de champ, la métallurgie les utilise.

Omni badge Conception et réalisation de transistors a effet de champ a 94 GHz. Transistors sur
substrat InP pour amplification de puissance en bande W.

27 nov. 2009 . La course a la miniaturisation (plusieurs milliards de transistors sur une . [1I-V
(notamment a base d'InP) sont connus pour leurs propriétés .. (W). 0. 1. 2. 3. 4. Fréquence.
(GHz). Fig. 1.1 — Evolution de la ... En effet, les propriétés spectrales des éléments optiques .
substrat silicium ont ét¢ démontrés.

29 oct. 2014 . CONCEPTION ET REALISATION D'UNE FIBRE DE BRAGG .. des candidats
originaux pour réaliser du multiplexage modal. . La montée en puissance dans les lasers a
fibres est notamment limitée par I'apparition des .. La photodiode a un facteur de conversion
de 1 A/W et une bande a -3 dB de.

m'accueillant au sein de 1'équipe "Circuits hyperfréquences", pour ses conseils et sa
disponibilité, ... Les transistors a effet de champ et les nouveaux matériaux . .. REALISATION
D'AMPLIFICATEURS DE PUISSANCE EN BANDE S A L'AIDE DE .. Enfin, I'utilisation du
substrat InP a permis également d'améliorer les.

O 03-T4 : Effect of oxygen pressure and substrate type on microstructure and . P 03-T4 : Effet
de recuit isotherme sur les transistors MOSFET irradiés : vue par OTCP .. P 10-T5 :
Réalisation et caractérisation de silicium poreux pour applications en ... 1994] AA.Polleck,
Etude par émission acoustique de la corrosion sous.

14 oct. 2005 . Transistors bipolaires "a hétérojonction: Développement d'une fili'ere
InP/GaAsSb pour application ultra-rapides. Melania Lijadi. To cite this.

1 janv. 2007 . Ces quatre dernicres années ont été tres actives pour I'INSP qui a dii ... SMIS
(spectroscopie IR) : conception et réalisation d'une chambre ... importants (risques lasers de
puissance, vide, cryogénie, chimique, .. I'effet d'un champ magnétique longitudinal. ..
transistors, soit directement par mesure de.

cycle) et d'ingénieurs non spécialistes du domaine, a pour but de présenter I'ensemble des ..
2.1.2 Equations de propagation du champ électromagnétique 43 ... entre 30 et 300 GHz, et au-



dela de la bande W (100 GHz) du spectre micro- . solutions (lasers a cascade quantique,
transistors a effet de plasma, micro-.

26 avr. 2011 . a réaliser sur le substrat GaAs, une couche dite tampon destinée a ... AlIGaN/GaN
pour la génération de puissance en hyperfréquences. ... HEMT est un transistor a effet de
champ a hétérojonction (HFET) ; 4 la différence du .. en bande V et W et d'une chaine de
détection pour imageur passif a 94 GHz.

Figure 1.3: Variation de la bande interdite en fonction de la température pour .. 25: Coupe
schématique des HEMT's d'AlGaN/GaN sur substrat de silicium. ... .. de transistors a effet de
champ GaN pour l'amplification de puissance . [23] — H. ALI BARKAD, “Conception et
réalisation de photodétecteurs X-UV a base de.

Diagramme de bandes d'énergie de I'hétérojonction AlGaAs/GaAs. 27 .. transistor a effet de
champ de structure métal-oxyde-semi-conducteur (MOSFET), le.

2 déc. 2009 . externe pour application a I'échantillonnage optique linéaire ... 2.2 Conception du
VECSEL . .. 1000. 10000. Puissance de sortie (m. W. ) Taux de répétition (GHz) . Détection
d'un effet non linéaire/Intensité Détection directe/Champs .. quaternaires sur substrat InP pour
la structure VECSEL, et des.

5.2.2 COEFFICIENTS DE REFLEXION AUX ACCES DU TRANSISTOR .. Bande Q. 40 a 70
GHz. 7.5 4 4.29 mm. Bande W. 70 4 110 GHz. 4.29 a 2.73 mm . par exemple les bandes autour
de 94 GHZ et 140 GHz, ou sont au contraire utilisées pour . En effet, on trouve actuellement
dans les laboratoires des concepteurs HF.

Dans un cas, des transistors en nitrure de gallium ont été¢ mesurés a l'aide .. 3.3.4 Conception
des boitiers . . déterminer le coefficient de réflexion nécessaire pour un ampli- .. utilisées dans
I'évaluation de la puissance et du bruit a 10 GHz. 14 ... un hétérostructure, qui est la base des
transistors a effet de champ hétéro-.

S'agissant des ondes millimétriques, la miniaturisation est un effet naturel du fait des .. GHz.
Ces calculs sont faits pour un guide d'ondes en bande X avec . Substrat de réalisation avec
(entre autre) des transitions CPW vers GLWG en bande .. Chaque étage est constitué d'un
transistor mHEMT de deux doigts de grille.

Elaboration de nitrure de bore (h-BN) pour réalisation d'hétérostructures 2D . Fabrication de
transistors HEMTs haute fiabilité sur substrat GaN haute qualité . Conception d'un filtre
acoustooptique multifréquence a sélection de polarisation et . de grille pour des composants a
transport horizontal (effet de champ) ou.

focalisant sur la réalisation de systémes et sur la conception d'architectures. .. Pour la fibre a
cristal photonique et a bande interdite, le champ d'investigation.

109. 1.2. Les étapes de conception d'un oscillateur microonde . ... choix d'une configuration
pour laquelle le coefficient de stabilité du transistor k,.

CONCEPTION ET FABRICATION DE CIRCUITS INTEGRES . étudiants de Polygrames
pour leurs discussions surtout Ambroise Olomo et . sont composés de transistors, de diodes et
de circuits passifs sur un substrat . Par contre les MMICs sont constitués d'éEments actifs
(diodes et transistors) et .. 5- Amplificateur.

Puissance, Linear Technology. Page 34 . En effet, elle permet d'atteindre de trés bons rapports
signal . Le détecteur Daphnis-HD MW offre un champ de vision plus large .. requises pour
réaliser des projets de conception de circuits ... synthétiseur de fréquence a bande large 9,8
GHz LMX2592 .. transistor de sortie et.

10 H. Fourré - "Réalisation et caractérisation de transistors a effet de champ a . and D. Ferre -
"AllnAs/GalnAs metamorphic HEMT's on GaAs substrate: from . R. Nakai and K. Fujita -
"Development of 4-inch diameter InP single crystal with . de champ a hétérojonction pour
l'amplification de puissance dans la bande Ka".



Chapitre II: Conception et réalisation d'un oscillateur en bande C corn- ... 2.13 Photographie
du VCO congu au COPL sur substrat d'alumine avec un ... Amplificateur a faible bruit .
Transistor a effet de champ métal-semiconducteur .. étant proportionnel a la puissance optique
(voir Chapitre 1). la puissance €lectrique est.

L'émetteur est I'élément qui fournit sa puissance au radar. C'est un . d'amplification, soit pour
réaliser des émetteurs complets ;. Dans le transistor effet de champ sur un barreau dopé P,
deux zones N sont . InP (Metal Insulator Semiconductor FET), sur substrat ... Emetteur bande
S état solide 16 modules 800 W moyen ;.

technologie CMOS basse tension pour application aux . amplificateur opérationnel symétrique
large-bande rail-to-rail ainsi qu'un circuit E/B .. W/L Rapport de la largeur W et de la longueur
L du canal du transistor MOS. . Tension de seuil du transistor MOS sans effet substrat. .
Capacité drain-substrat du transistor MOS.

17 oct. 2011 . cependant moindre qu'aux micro-ondes, il en résulte un effet d'ombre . en bande
Ka et en bande W (75-110 GHz) : un banc de . La conception maitrisée d'amplificateurs de
puissance a transistors en .. [S2] L. Carré, « Tables de données pour la modélisation non-
linéaire de transistors MESFET », 1994.

La densité de puissance atteinte par les transistors GaN a effet de champ a . mobilité (GaN-
HEMTs) a dépassé 40 W-mm-1 a 4 GHz [Wu, Y.F. et al 2006]. . dispositifs auxiliaires pour la
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